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(54) 발명의 명칭 인쇄 형태의 단자 패드를 갖는 리드 캐리어

(57) 요 약

리드 캐리어는 집적회로칩을 포함하고 있는 패키지로서 제조하는 동안 이러한 집적회로칩 및 관련 리드를 위한

지지를 제공한다.  리드 캐리어는 복수의 패키지 사이트를 갖는 임시 지지 부재를 포함한다.  각각의 패키지 사

이트는 다이 부착 영역을 둘러싸는 복수의 단자 패드를 포함한다.  패드는 소결된 전기 도전성 재료로 형성된다.

칩은 다이 부착 영역에 배치되고, 와이어 본드가 칩에서부터 단자 패드까지 연장한다.  패드, 칩 및 와이어 본드

모두가 몰드 컴파운드 내에 인캡슐레이션된다.  임시 지지 부재는 박리될 수 있고, 그리고나서 개별 패키지 사이

트는 전자 시스템 기판 내의 탑재를 위한 복수의 표면 마운트 조인트를 포함하는 완성된 패키지를 제공하기 위해

서로 고립될 수 있다.  패드의 에지는 패드로 하여금 패키지 내의 패드를 안전하게 유지하기 위해 몰드 컴파운드

와 결합하도록 하기 위한 윤곽으로 된다.

대 표 도 - 도9
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

전기 도전성 재료로 형성되며, 각각의 단자 패드가 하면 반대쪽의 상면을 갖고 상기 상면과 상기 하면 사이에

에지를 가지며, 상기 단자 패드의 하면은 하부 평면을 포함하고, 각각의 단자 패드는 전기 도전성 재료의 소결

구조물(sintered structure)인, 복수의 단자 패드;

상부 표면 반대쪽에 베이스를 갖는 반도체; 및

하나 이상의 상기 단자 패드와 상기 반도체 사이의 와이어 본드

를 포함하며,

상기 단자 패드, 상기 반도체, 및 상기 와이어 본드가 전기적 비도전성 재료 내에서 적어도 부분적으로 인캡슐

레이션되며,

상기 각각의 단자 패드의 상기 하부 평면 전체와 상기 반도체의 상기 베이스는 각각 공통 평면 내에 위치되는,

리드 캐리어와 반도체 조합.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 복수의 단자 패드의 하나 이상은, 적어도 일부분이 상기 전기적 비도전성 재료에 대해 상기 패드를 유지하

기 위한 윤곽으로 되는 윤곽 형성된 에지(contoured edge)를 갖는, 리드 캐리어와 반도체 조합.

청구항 3 

제2항에 있어서,

상기 윤곽 형성된 에지는 하부 연장부(lower extent) 반대쪽의 상부 연장부(upper extent)를 가지며, 상기 하부

연장부로부터 이격된 상기 윤곽 형성된 에지의 적어도 제1 부분이 상기 제1 부분보다 상기 하부 연장부에 더 가

까운 상기 에지의 제2 부분보다 더 큰 측면 패드 폭을 형성하며, 이로써 상기 제1 부분이 상기 제2 부분을 돌출

(overhang)하는, 리드 캐리어와 반도체 조합.

청구항 4 

제3항에 있어서,

상기 윤곽 형성된 에지는 계단형 윤곽(stepped contour)을 가지며, 상기 계단 위에 있고 상기 에지의 상기 상부

연장부에 더 근접한 부분이 상기 계단 아래에 있고 상기 윤곽 형성된 에지의 상기 하부 연장부에 더 근접한 상

기 에지의 부분에 대하여 오버행을 형성하는, 리드 캐리어와 반도체 조합.

청구항 5 

제3항에 있어서,

상기 윤곽 형성된 에지는, 상기 하부 연장부로부터 가장 먼 상기 윤곽 형성된 에지의 부분이 상기 하부 연장부

에 더 근접한 상기 윤곽 형성된 에지의 부분을 돌출하는, 테이퍼(taper)를 보이고 있는, 리드 캐리어와 반도체

조합.

청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 반도체 및 상기 복수의 단자 패드는, 상기 반도체의 상기 베이스와 상기 단자 패드의 상기 하면을 제외하
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고는, 상기 전기적 비도전성 재료 내에 각각 전체적으로 인캡슐레이션되는, 리드 캐리어와 반도체 조합.

청구항 7 

제1항에 있어서,

상기 복수의 단자 패드, 상기 반도체, 및 상기 와이어 본드는 패키지를 형성하며, 상기 패키지는 공통의 상기

전기적 비도전성 재료 내에 인캡슐레이션된 복수의 패키지 중의 하나인, 리드 캐리어와 반도체 조합.

청구항 8 

제7항에 있어서,

상기 복수의 패키지는 상기 단자 패드를 형성하는 상기 전기 도전성 재료의 소결 온도보다 높은 용융점을 갖는

공통의 가요성 지지 층 상에 각각 위치되는, 리드 캐리어와 반도체 조합.

청구항 9 

제8항에 있어서,

상기 반도체의 상기 베이스와 상기 공통의 가요성 지지 층 사이에 접착제가 위치되는, 리드 캐리어와 반도체 조

합.

청구항 10 

복수의 입력, 복수의 출력, 또는 복수의 입력과 복수의 출력을 갖는 전자 소자를 지지하기 위한 리드 캐리어에

있어서,

서로 이격되어 있고 다이 부착 영역에 인접해 있는 복수의 전기 도전성 단자 패드를 포함하고,

상기  단자  패드는  소결된  전기  도전성  재료로  형성되고,  각각의  단자  패드는  하부  평면  반대쪽의  상면을

가지며, 상기 단자 패드는 상기 단자 패드를 형성하는 상기 재료의 소결 온도보다 높은 용융점을 갖는 임시 층

상에 위치되고, 상기 임시 층은 각각의 단자 패드의 상기 하부 평면 전체와 반도체의 베이스가 각각 공통 평면

내에 위치되도록 상기 반도체를 상기 임시 층 위에 부착하도록 구성되는,

리드 캐리어.

청구항 11 

제10항에 있어서,

상기 단자 패드는 상기 다이 부착 영역 중의 하나를 둘러싸는, 리드 캐리어.

청구항 12 

제10항에 있어서,

상기 복수의 전기 도전성 단자 패드의 하나 이상은 하부 연장부 반대쪽의 상부 연장부를 갖는 에지를 가지며,

상기 하부 연장부가 상기 임시 층에 인접하며, 상기 하부 연장부로부터 이격된 상기 에지의 적어도 제1 부분이

상기 제1 부분보다 상기 에지의 상기 하부 연장부에 더 가까운 상기 에지의 제2 부분보다 더 큰 측면 패드 폭을

형성하며, 이로써 상기 제1 부분이 상기 제2 부분을 돌출하는, 리드 캐리어.

청구항 13 

제12항에 있어서,

상기 에지는 계단형 윤곽을 가지며, 상기 계단 위에 있고 상기 에지의 상기 상부 연장부에 더 근접한 부분이 상

기  계단  아래에  있고  상기  에지의  상기  하부  연장부에  더  근접한  상기  에지의  부분에  대하여  오버행을

형성하는, 리드 캐리어.

청구항 14 

제12항에 있어서,
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상기 에지는, 상기 하부 연장부로부터 가장 먼 상기 에지의 부분이 상기 하부 연장부에 더 근접한 상기 에지의

부분을 돌출하는, 테이퍼(taper)를 보이고 있는, 리드 캐리어.

청구항 15 

제10항에 있어서,

상기 반도체는, 상기 반도체로부터 상기 다이 부착 영역에 인접한 복수의 상기 전기 도전성 단자 패드까지 연장

되는 복수의 와이어 본드로 상기 다이 부착 영역 각각에 위치되며, 

상기 단자 패드, 상기 와이어 본드, 및 상기 반도체는 전기적 비도전성 재료로 적어도 부분적으로 인캡슐레이션

되는, 리드 캐리어.

청구항 16 

제15항에 있어서,

상기 전기적 비도전성 재료의 층은, 상기 임시 층을 바라보고 있는 상기 반도체 및 상기 단자 패드의 일부분 이

외의,  그  모든  측면  상의  상기  복수의  전기  도전성  단자  패드  및  상기  반도체를  인캡슐레이션하는,  리드

캐리어.

청구항 17 

제16항에 있어서,

상기 임시 층은 상기 단자 패드, 상기 반도체의 상기 베이스, 및 인캡슐레이션하고 있는 상기 비도전성 재료층

으로부터의 박리 제거(peeling removal)를 허용하기에 충분하게 가요성을 갖는, 리드 캐리어.

청구항 18 

복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지를 형성하는 방법에 있어서,

상면을 갖는 임시 층을 제공하는 단계;

상기 임시 층의 상면 상에 전기 도전성 단자 패드들을 배치하는 단계 - 각각의 단자 패드는 하면 반대쪽의 상면

을 가지고 상기 하면은 하부 평면을 포함함-;

상면 반대쪽에 베이스를 갖는 집적회로를 상기 상면 상에 위치시키는 단계;

상기 단자 패드와 각각의 상기 집적회로 사이에 와이어 본드를 부착하는 단계;

상기 단자 패드, 상기 와이어 본드, 및 상기 집적회로를 전기적 비도전성 재료 내에 인캡슐레이션하는 단계; 및

상기 임시 층을 제거하여, 상기 단자 패드의 하부 평면들 전체와 상기 집적회로의 베이스가 공통 평면에 노출되

게 하는 단계를 포함하고,

상기 배치하는 단계는, 상기 임시 층의 상면 상에 임시 형태 재료(temporary form material)를 배치하는 단계,

상기  임시 형태 재료에 보이드를 제공하는 단계,  상기  보이드를 전기 도전성 금속 파우더 및  바인딩 액체

(binding liquid)를 포함하는 유동성 재료(flowable material)로 채우는 단계, 상기 유동성 재료를 상기 바인

딩 액체가 휘발되고 제거되게 하는 온도로 가열하는 단계,  상기 임시 형태 재료를 휘발되고 가열되게 하는

단계, 및 상기 임시 층의 용융점 아래로 유지하면서 상기 금속 파우더를 단자 패드로 소결하는 단계를 더 포함

하는,

복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지를 형성하는 방법.

청구항 19 

제18항에 있어서,

상기 위치시키는 단계는, 상기 집적회로의 베이스와 상기 임시 층의 상면 사이에 접착제를 입히는 단계를 포함

하는, 복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지를 형성하는 방법.

청구항 20 

등록특허 10-2126009

- 5 -



제18항에 있어서,

복수의 집적회로를 포함하는 패키지를 개별 패키지로 싱귤레이션하는 단계를 더 포함하며, 각각의 패키지가 하

나 이상의 집적회로칩, 복수의 단자 패드, 및 상기 단자 패드로부터 상기 집적회로칩까지 연장하는 와이어 본드

를 가지며, 상기 와이어 본드와, 상기 집적회로 및 상기 단자 패드의 일부분이 전기적 비도전성 재료 내에 인캡

슐레이션되는, 복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지를 형성하는 방법.

청구항 21 

복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지를 형성하는 방법에 있어서,

상면을 갖는 임시 층을 제공하는 단계;

상기 임시 층의 상면 상에 전기 도전성 단자 패드를 배치하는 단계;

상면 반대쪽에 베이스를 갖는 집적회로를 상기 상면 상에 위치시키는 단계;

상기 단자 패드와 각각의 상기 집적회로 사이에 와이어 본드를 부착하는 단계;

상기 단자 패드, 상기 와이어 본드, 및 상기 집적회로를 전기적 비도전성 재료 내에 인캡슐레이션하는 단계; 

상기 임시 층을 제거하여, 상기 단자 패드의 하부 평면들 전체와 상기 집적회로의 베이스가 공통 평면에 노출되

게 하는 단계; 및

상기 배치하는 단계 후와 상기 부착하는 단계 전에, 상기 전기 도전성 단자 패드의 전기적 성능을 테스트하는

단계를 포함하는, 복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지를 형성하는 방법.

청구항 22 

복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지를 형성하는 방법에 있어서,

상면을 갖는 임시 층을 제공하는 단계;

상기 임시 층의 상면 상에 전기 도전성 단자 패드를 배치하는 단계;

상면 반대쪽에 베이스를 갖는 집적회로를 상기 상면 상에 위치시키는 단계;

상기 단자 패드와 각각의 상기 집적회로 사이에 와이어 본드를 부착하는 단계;

상기 단자 패드, 상기 와이어 본드, 및 상기 집적회로를 전기적 비도전성 재료 내에 인캡슐레이션하는 단계; 

상기 임시 층을 제거하여, 상기 단자 패드의 하부 평면들 전체와 상기 집적회로의 베이스가 공통 평면에 노출되

게 하는 단계; 및

상기 복수의 패키지를 개별 패키지로 싱귤레이션하기 전에, 상기 복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지의 전기

적 성능을 테스트하는 단계를 포함하는, 복수의 집적회로칩을 포함하는 패키지를 형성하는 방법.

청구항 23 

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 전기 시스템에서의 집접회로칩의 효과적인 상호접속을 위해 집적회로칩과 함께 사용하기 위한 리드[0001]

캐리어 기반의 패키지에 관한 것이다.  보다 구체적으로, 본 발명은 집적회로와의 조합, 와이어 본드의 부착,

및 비도전성 재료 내의 인캡슐레이션의 이전에 및 그 동안에, 인쇄회로 기판과 같은 전자 시스템 기판 상에서의

사용을 위한 개별 패키지로의 아이솔레이션 전에, 공통 어셈블리 내에서 복수의 패키지 사이트(package site)의

어레이로서 제조되는 리드 프레임 및 기타 리드 캐리어에 관한 것이다.

배 경 기 술

더 작고 더 성능이 좋은 휴대용 전자 시스템에 대한 요구는, 오늘날의 반도체에서의 증가된 집적 레벨과 조합되[0002]
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어, 더 많은 개수의 입력/출력 단자를 갖는 더 작은 반도체 패키지에 대한 필요성을 야기하고 있다.  이와 동시

에, 소비자 전자 시스템의 부품 모두의 비용을 감소시키려는 끊임없는 압박이 있다.  쿼드 플랫 노 리드(quad

flat no lead, QFN) 반도체 패키지군은 그 중에서도 모든 반도체 패키징 타입 중 가장 작고 가장 비용 효율적이

지만, 종래의 기술 및 재료로 제조될 때에는 커다란 한계를 갖는다.  예컨대, QFN 기술로는, 이 기술이 지원할

수 있는 I/O 단자의 개수 및 전기적 성능이 제한된다.

QFN 패키지 P(도 5 내지 도 7)는 종래에는 구리 시트로부터 에칭된 영역 어레이 리드 프레임(1)(도 1 및 도 2)[0003]

상에 조립된다.  리드 프레임(1)은 수십 내지 수천개의 패키지 사이트를 포함할 수 있으며, 각각의 패키지 사이

트는 와이어 본드 패드(4)(도 2, 도 5-7)의 하나 이상의 행(row)에 의해 둘러싸인 다이 부착 패드(2)(도 1, 도

2, 도 5-7)로 이루어진다.  이들 패키지 P 콤포넌트의 전부는, 본딩 및 솔더링 표면의 도금(plating)을 용이하

게 하기 위해, 리드 프레임(1)의 나머지에 대한 패키지 P 콤포넌트의 위치를 유지하고 콤포넌트의 전부에 대한

전기 접속을 제공하기 위해 구리 피스(piece of copper)에 의해 공통 프레임(1)에 부착된다.

타이 바(tie bar)(3)로서 흔히 알려진(도 1, 도 2, 도 5-7) 이들 연결된 구조물들은 리드 프레임(1)의 부품 전[0004]

부를 함께 단락시킨다.  따라서, 이들 타이 바(3)는 개별 패키지 P의 싱귤레이션 동안 각각의 패키지 P를 둘러

싸는 공통 단락 구조물(6)(도 1 및 도 2)로부터 접속해제될 수 있도록 설계되어야 하며, 이로써 각각의 다이 부

착 패드(2)와 와이어 본드 패드(4)를 전기적으로 고립되게 한다.  통상적으로, 리드 프레임(1)에 대한 타이 바

(3)의 전기 접속을 끊는 것을 용이하게 하기 위한 설계는 최종 패키지 P 풋프린트의 바로 외측의 각각의 패키지

P 싸이트를 둘러싸는 구리 단락 구조물(6)(도 1 및 도 2)에 타이 바(3)를 연결하는 것을 포함한다.  이 단락 구

조물(6)은 싱귤레이션 프로세스 동안 소잉(sawing)되어, 타이 바(3)가 패키지 P의 에지에서 노출되게 된다.

QFN 리드 프레임(1)은 패키지 P 내의 집적회로칩(7)(도 5-7)과 같은 반도체 다이를 고정하는 것을 용이하게 하[0005]

는 패키지 P의 부분과, 와이어 본드(8)(도 5, 도 6)를 통해 집적회로(7)에 연결될 수 있는 단자를 제공한다.

와이어 본드 패드(4) 형태의 단자 또한 와이어 본드(8) 표면의 반대 표면 상의 솔더 조인트(5)(도 5-7)를 통해

전자 시스템 기판(인쇄회로 기판과 같은)에 연결하는 수단을 제공한다.

패키지 P 콤포넌트의 전부가 금속 구조물에 의해 리드 프레임(1)에 연결되어야 하는 조건은 임의의 소정의 패키[0006]

지 P 아웃라인에서 구현될 수 있는 리드의 개수를 크게 제한한다.  예컨대, 와이어 본드 패드(4)가 다이 부착

패드(2)를 둘러싸는 복수의 행으로 제공될 수 있고, 각각의 행이 다이 부착 패드(2)로부터 상이한 거리로 떨어

져 있다.  와이어 본드 패드(4)의 최외각 행 내부의 임의의 와이어 본드 패드(4)에 대해, 구조물들을 연결하는

타이 바(3)는 외측 행의 패드(4)들 사이에 라우트(route)되어야 하고, 이로써 이러한 타이 바(3)가 패키지 P 아

이솔레이션의 바깥쪽의 공통 단락 구조물(6)까지 연장할 수 있게 된다.  이들 타이 바(3)의 최소 스케일은 단지

하나가 2개의 인접 패드(4)들 사이에 라우팅될 수 있도록 된다.  그러므로, 패드(4)들의 단지 2개의 행이 표준

QFN 리드 프레임(1)에서 구현될 수 있다.  다이 크기와 리드 카운트 간의 현재의 관계 때문에, 표준 QFN 패키지

는 대략 100개의 단자로 제한되고, 패키지 P의 대부분이 겨우 대략 60개의 단자를 갖는다.  이러한 제한은 더

작은 크기 및 더 낮은 비용의 QFN 기술로부터 이득을 얻을 다수의 타입의 다이에 의한 QFN 패키징의 사용을 배

제한다.

종래의 QFN 기술이 매우 비용이 저렴하지만, 아직도 비용을 추가로 감소시킬 기회는 있다.  집적회로칩(7)이 와[0007]

이어 본드(8)로 외부 리드 와이어 본드 패드(4)에 부착되고 연결된 후, 복수의 패키지 P의 조립된 리드 프레임

(1)은 트랜스퍼 몰딩 프로세스(transfer molding process)에서와 같이 에폭시 몰드 컴파운드(9)(도 6, 도 7)로

완전히 인캡슐레이션된다.  리드 프레임(1)이 대체로 앞에서 뒤로(front to back) 개방되기 때문에, 몰딩 동안

각각의 패키지 P의 배면(back plane)을 규정하기 위해 조립 공정 전에 리드 프레임(1)의 뒤쪽에 고온 테이프

(T)의 층이 가해진다.  이 테이프(T)가 고온 프로세스로부터의 부작용 없이 고온 본딩 및 몰딩 프로세스를 견뎌

야만 하기 때문에, 테이프는 비교적 고가이다.  테이프 T를 적용하고, 테이프(T)를 제거하고, 접착제 잔여물을

제거하는 프로세스는 각각의 리드 프레임(1)을 처리하는데 비용을 크게 증가시킬 수 있다.

리드 프레임(1)으로부터의 개별 패키지 P의 싱귤레이션의 가장 보편적인 방법은 소잉(sawing)(도 2의 라인 X를[0008]

따른)에 의한 것이다.  에폭시 몰드 컴파운드(9)를 절단하는 것에 부가하여, 소잉이 패키지 P 아웃라인 바로 외

측의 단락 구조물(6)의 전부를 제거하여야 하기 때문에, 이 프로세는 상당히 느려지고, 몰드 컴파운드(9)만이

절단되는 경우에도 블레이드 수명을 현저하게 단축시킨다.  단락 구조물(6)이 싱귤레이션 프로세스까지는 제거

되지 않기 때문에, 이것은 다이가 싱귤레이션이 이루어진 때까지는 테스트될 수 없다는 것을 의미한다.  아주

작은 수천의 패키지 P를 핸들링하고 각각이 정확한 배향으로 테스터에 제공되도록 하는 것은 알려진 사이트에

있는 각각의 패키지 P를 갖는 전체 스트립을 테스트하는 것보다 훨씬 더 많은 비용이 든다.
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펀치  싱귤레이션(punch  singulation)으로서  알려진  리드  프레임(1)  기반  프로세스는  소우  싱귤레이션(saw[0009]

singulation)과  연관된  문제점을  어느  정도까지는  해소하고,  리드  프레임(1)  스트립에서의  테스팅을

허용하지만, 실질적으로는 리드 프레임(1)의 절단 이용에 의한 비용을 소우 싱귤레이션된 리드 프레임(1)의 비

용의 50퍼센트 미만까지로 증가시킨다.  펀치 싱귤레이션은 또한 모든 기본 리드 프레임 설계에 대해 전용의 몰

드 툴링의 조건을 부과한다.  소우 싱귤레이션을 위해 설계된 표준 리드 프레임(1)은 동일한 치수의 모든 리드

프레임(1)에 대해 단일의 몰드 캡을 이용한다.

소우 싱귤레이션된 패키지 P와 펀치 싱귤레이션된 패키지 P 둘 모두에서, 타이 바(3)는 완성된 패키지에 남겨지[0010]

게 되고, 제거될 수 없는 용량성 및 유도성 기생 성분(capacitive and inductive parasitic elements) 둘 모두

를 나타낸다.  이제는 불필요한 이들 피스의 금속(these now superfluous pieces of metal)은 완성된 패키지 P

의 성능에 크게 영향주어, 다수의 고성능 집적회로칩(7) 및 어플리케이션을 위한 QFN 패키지 P의 사용을 불가능

하게 한다.  더욱이, 이러한 잠재적으로 보다 가치가 있는 불필요한 금속의 비용은 상당할 수 있으며, QFN 프로

세스에 의해 낭비된다.

에칭된 리드 프레임의 제한을 제거하는 QFN 타입 기판을 위해 여러 가지의 개념이 진전을 보였다.  이들 중의[0011]

하나는 전기도금에 의해 희생 캐리어(sacrificial carrier) 상에 패키지 콤포넌트의 어레이를 침적하는 프로세

스이다.  캐리어는 먼저 도금 레지스트로 패터닝되며, 대개는 스테인레스강인 캐리어는 접착력(adhesion)을 증

강시키기 위해 약하게 에칭된다.  그리고나서, 스트립이 접착/배리어 층을 생성하기 위해 금 및 팔라듐으로 도

금되고, 그리고나서 대략 60 미크론 두께로 Ni로 도금된다.  Ni 범프의 상단부는 와이어 본딩을 용이하게 하기

위해 전기도금된 Ag의 층으로 마무리된다.  스트립이 조립되고 몰딩된 후, 캐리어 스트립은 시트로 테스트되고

종래의 리드 프레임보다 높은 속도 및 수율로 싱귤레이션될 수 있는 패키징된 다이의 시트를 남기도록 박리된다

(peeled away).  이 전기도금 방법은 패키지 내의 연결 금속 구조물(connective metal structure)에 연관된 문

제점의 전부를 제거하고, 매우 미세한 특징부를 가능하게 한다.  그러나, 도금 프로세스는 표준 에칭 리드 프레

임에 비하여 매우 비용이 많이드는 스트립을 발생한다.

또 다른 방법은 에칭된 리드 프레임 프로세스를 수정한 것이며, 여기서 전면측 패턴은 리드 프레임의 두께의 약[0012]

절반으로 에칭되고, 리드 프레임 스트립의 배면은 몰딩 프로세스가 완료된 후까지는 온전한 상태로 남겨지게 된

다.  몰딩이 완료된 때에, 배면 패턴이 인쇄되고, 리드 프레임은 와이어 본드 패드 및 다이 패들(die paddle)의

배면 일부분을 제외한 금속의 전부를 제거하기 위해 에칭된다.  이 이중 에칭 프로세스는 패키지 내의 연결 금

속 구조물과 연관된 모든 문제점을 제거한다.  이중 에칭된 리드 프레임의 가격은 전기도금된 버전보다 적지만,

표준 에칭된 리드 프레임보다는 여전히 고가이며, 에칭 및 도금 프로세스가 환경적인 면에서 바람직하지 않다.

리드 프레임 패키징된 집적회로의 한 가지 고장 모드는, 특히 패키지에 의해 충격 부하(shock load)를 경험하게

되는 때에(그 안에 패키지를 통합하고 있는 전자 디바이스가 떨어져서 단단한 표면에 부딪히는 때와 같은), 와

이어 본드 패드(4)가 와이어 본드 패드에 연결된 와이어 본드(8)와 연결해제되는 것이다.  와이어 본드 패드

(4)는 주변의 에폭시 몰드 컴파운드로부터 약간 분리되면서 인쇄회로 기판 또는 기타 전자 시스템 기판에 탑재

된 채로 유지될 수 있으며, 이것은 와이어 본드(8)가 와이어 본드 패드(4)로부터 끊어지게 한다.  이에 따라서,

특히 충격 부하를 경험하게 되는 때에 전체 패키지 내의 와이어 본드 패드(4)를 더 우수하게 유지하는 리드 캐

리어 패키지에 대한 추가의 필요성이 존재한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 목적은 다양한 상이한 제조 단계에서의 테스트를 용이하게 하고 재료 낭비의 방지를 용이하게 하기[0013]

위해 임의의 2개의 패드들 간의 전기 접속이 없는 상태로 패드를 갖는 복수의 반도체 패키지의 연속적인 스트립

을 발생하기 위하여 몰딩 후에 박리될 수 있는 희생 캐리어 상에 배열된 반도체 패키지의 전기적 인터커넥트 부

품을 제공하는 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 전자 시스템의 시스템 기판에 대한 반도체 다이의 전기 접속을 용이하게 하기 위해 그[0014]

안에서 최소량의 금속을 사용하면서 더 높은 전기적 성능을 가능하게 하는 방식으로 반도체 패키지의 전기적 인

터커넥트 부품을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 표준 QFN 조립 공정의 단계들을 간략화하고 제거함으로써 패키지의 조립 비용을 낮추[0015]

는 반도체 패키지의 전기적 인터커넥트 부품을 제공하는 것이다.
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본 발명의 또 다른 목적은 종래 기술의 리드 프레임 기반 QFN 패키지로 실시되는 것보다 수배의 입력/출력 단자[0016]

의 개수 및 입력/출력 단자의 2개 이상의 행의 포함을 허용하는 반도체 패키지의 전기적 인터커넥트 부품을 제

공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 리드 프레임 기반 QFN 기술에 비교할 때 복수의 전원 및 그라운드 구조물 및 복수의[0017]

다이 부착 영역과 같은 특징부를 통합하기 위한 더 큰 설계 가요성을 허용하는 반도체 패키지의 전기적 인터커

넥트 부품을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 저비용의 고품질 방식으로 제조될 수 있는 복수의 집적회로 탑재 패키지 사이트를 갖[0018]

는 리드 캐리어를 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 반도체 패키지에 대한 충격 부하에 연관된 손상에 대해 커다란 저항성을 나타내는 인[0019]

접한 부품에의 전기적 상호접속을 위한 반도체 패키지를 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 과잉의 전도 부분을 최소화함으로써 전기적으로 높은 성능을 나타내는 복수의 집적회[0020]

로 탑재 패키지 사이트를 갖는 리드 캐리어를 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 간략하고 자동화된 양상으로 제조 공정에서의 복수의 단계에서 테스트될 수 있는 패[0021]

키지 사이트를 갖는 리드 캐리어를 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 반도체 조립 공정 동안 반도체 소자를 탑재하고 유지하기 위한 별도의 구조물을 요구[0022]

하지 않는 QFN 또는 랜드 그리드 어레이 타입 패키지를 제조하기 위한 수단(vehicle)을 제공하는 것이다.

산업상 이용가능성을 입증하는 본 발명의 다른 추가의 목적은 본 명세서에 포함된 상세한 설명의 면밀한 이해,[0023]

첨부된 도면의 검토, 및 본 명세서에 포함된 청구항의 검토로부터 명백하게 될 것이다.

과제의 해결 수단

본 발명에서는, 멀티-패키지 리드 캐리어의 형태로 별도의 패키지 사이트의 어레이를 갖는 리드 캐리어가 제공[0024]

된다.  통상적으로 실버 파우더로서 시작되는 소결 재료(sintered material)가 스테인레스강과 같은 고온 저항

성 재료로 형성된 임시 층(temporary layer) 상에 위치된다.  임시 층을 형성하는 스테인레스강 또는 기타 재료

는 소결 온도로 가열되는 동안 소결 재료를 지지한다.

소결 재료는 바람직하게는 단자 패드의 형태로 서로 전기적으로 고립된(임시 층을 통해서가 아닌) 별도의 구조[0025]

물에서 임시 층 상에 위치된다.  본 발명은 반도체 소자가 임시로 임시 층에 배치되거나 또는 고착(접차제를 이

용하는 등으로)될 수 있기 때문에 특히 반도체 소자를 수용하고 유지하기 위한 목적으로 구조물이 임시 층 상에

제공되어야 하는 조건을 방지한다.  따라서, 본 발명은 다이 부착 패드가 아닌 다이 부착 영역을 제공하도록 설

계된다.  각각의 다이 부착 영역에 하나 이상의 단자 패드가 연관된다.  각각의 다이 부착 영역은 집적회로 또

는 기타 반도체 소자가 그 위에 지지되도록 구성된다.  와이어 본드는 다이 부착 영역 상의 집적회로에서부터

각각의 다이 부착 영역을 둘러싸는 별도의 단자 패드까지 라우팅될 수 있다.  그리고나서, 집적회로, 단자 패드

및 와이어 본드를 인캡슐레이션하는 몰드 컴파운드가 가해질 수 있다.  집적회로 및 단자 패드의 일부분 아래에

형성되어 있는 표면 마운트 조인트는 임시 층에 인접하여 있기 때문에 이들만이 인캡슐레이션되지 않은 채로 유

지된다.

몰드 컴파운드가 경화된 때에, 임시 층이 리드 캐리어의 나머지 부분으로부터 박리될 수 있으며, 이로써 개별[0026]

다이 부착 영역 및 관련된 집적회로와, 단자 패드와, 와이어 본드 모두가 공통의 몰드 컴파운드 내에 임베디드

되는 복수의 패키지가 남겨지게 된다.  그리고나서, 개별 패키지 사이트는 패키지 사이트들 사이의 경계와 표면

마운트 조인트를 통해 전자 시스템 기판 또는 기타 지지체에 탑재된 표면을 따라 절단함으로써 서로 절단될 수

있다.

패키지 사이트 및 패키지 사이트 내의 개별 패드가 임시 층을 통해서가 아니라 각각 서로 전기적으로 고립되어[0027]

있기 때문에, 이들 개별 패드는 집적회로의 탑재 이전 또는 몰드 컴파운드 내의 인캡슐레이션 및 임시 층의 제

거  후이지만  별도의  패키지로의  싱귤레이션  이전과  같은  다양한  상이한  시간에  전기적  연속성(electrical

continuity) 및 기타 전기적 성능 특성에 대해 테스트될 수 있다.  이러한 테스팅은 패드의 어레이가 임시 층

상에 지지되고 있는 동안 또는 임시 층으로부터 제거된 후에 발생할 수 있다.  더욱이, 이러한 패키지는 QFN 패

키지와 함께 이용되는 공지의 테스팅 장치 또는 기타 테스팅 장치를 이용하여 리드 캐리어 상의 인접한 패키지

로부터의 고립 후에 테스팅될 수 있다.
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이에 부가하여, 각각의 패드는 어느 정도는 몰드 컴파운드와 기계적으로 결합하도록 구성되는 에지를 각각의 패[0028]

드의 둘레부(periphery) 주위에 갖는 것이 바람직하다.  구체적으로, 이들 에지는 오버행잉 모양(overhanging

fashion)으로 테이퍼되거나, 오버행잉 모양으로 계단형으로 되거나(be stepped  in  an overhanging fashion),

또는 바닥부로부터 이격된 각각의 에지의 부분이 각각의 에지의 바닥부에 더 근접한 각각의 에지의 부분보다 더

측방으로 연장하도록 구성될 수 있다.  그러므로, 몰드 컴파운드는, 경화된 후에, 패드를 몰드 컴파운드 내에

확고하게 고정(lock)한다.  이러한 방식으로, 패드는 와이어 본드로부터의 이탈에 대해 저항력을 갖게 되고, 그

렇지 않은 경우에는 몰드 컴파운드로부터 이탈되게 되며, 전체 패키지를 하나의 단일체 패키지(single unitary

package)로서 유지한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 리드 프레임 기술을 예시하는 간략화된 다양한 구성의 QFN 리드 프레임의 사시도이다.[0029]

도 2는 리드 프레임으로부터 개별 패키지 사이트를 분리하기 위해 절단 라인이 따라야 하는 곳을 파선으로 나타

내고 있는 도 1에 도시되어 있는 리드 프레임의 상세를 보여주는 사시도이다.

도 3은 그 위에 복수의 별도의 패키지 사이트를 갖고 임시 지지 부재 상에 탑재되는 본 발명에 따른 리드 캐리

어의 사시도이다.

도 4는 도 3에 되시되어 있는 리드 캐리어의 일부분의 상세를 보여주는 사시도로, 집적회로칩의 탑재, 와이어

본드의 부착, 및 몰드 컴파운드 내에의 인캡슐레이션 전의 각각의 패키지 사이트의 상세를 예시하고 있다.

도 5는 집적회로칩 및 와이어 본드의 배치를 보여주고 인캡슐레이션 재료를 패키지 내의 다른 도전성 구조물에

관련하여 위치시키는 방법을 파선으로 예시하는 종래 기술의 QFN 패키지의 사시도이다.

도 6은 도 5에 도시되어 있는 것과 유사하지만 인캡슐레이팅 몰드 컴파운드가 제위치에 있고 패키지의 내부 구

조물을 드러내기 위해 인캡슐레이팅 몰드 컴파운드의 일부분이 절단되어 있는 사시도이다.

도 7은 도 6에 도시되어 있는 것과 유사하지만 전자 시스템 기판 상에의 패키지의 표면 탑재에 이용할 수 있는

솔더 조인트 및 전기 시스템 내의 기타 인터페이스를 예시하기 위해 아래에서 본 사시도이다.

도 8은 집적회로칩 및 와이어 본드의 배치 후의 본 발명의 리드 캐리어 상의 개별 패키지 사이트를 보여주고 몰

드 컴파운드의 위치를 파선으로 예시하는 사시도이다.

도 9는 도 8과 유사하지만 패키지 내의 도전성 구조물을 인캡슐레이션하는 몰드 컴파운드를 제위치에 도시하고

있고 몰드 컴파운드의 일부분이 패키지의 내부 상세를 보여주기 위해 절단되어 있는 사시도이다.

도 10은 본 발명에 따른 패키지를 아래로부터 본 도면으로, 패키지의 표면 마운트 조인트를 예시하는 사시도이

다.

도 11 내지 도 17은 본 발명에 따른 반도체 지지 패키지를 제조하는 공정 동안의 임시 지지 부재 및 리드 캐리

어의 전체적인 단면도이다.

도 18은 둘러싸고 있는 인캡슐레이팅 몰드 컴파운드와의 상이한 결합 특성을 나타내기 위해 상이한 에지 윤곽을

갖는 것으로 예시된 대안의 패드를 갖는 대안의 리드 캐리어의 사시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

동일한 도면 부호가 여러 도면에 걸쳐 동일한 부분을 나타내고 있는 도면을 참조하면, 도면 부호 10은 집적회로[0030]

칩(60)을 포함하고 집적회로칩(60)에 다수의 입력 및 출력을 제공하기 위한 복수의 패키지(100)(도 9, 도 10)를

제조하기 위한 임시 지지 부재(20) 상에서 그 위에 복수의 패키지 사이트(12)를 지지할 수 있는 리드 캐리어(도

3, 도 4)를 나타낸다.  본 발명은 또한 개별 패키지(100)의 제조 및 리드 캐리어(10)의 공통의 임시 지지 부재

(20)로부터 패키지(100)의 제거 후의 복수의 패키지 사이트(12) 및 리드 캐리어(10')(도 17)로부터 고립된 복수

의 결과 패키지(100)에 관한 것이다.

본질적으로 그리고 도 3, 도 4, 도 8 및 도 9를 구체적으로 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 리드[0031]

캐리어(10) 및 패키지(100)의 기본적인 상세를 설명한다.  리드 캐리어(10)는 스테인레스강과 같은 얇은 평면형

의 고온 저항성 재료의 임시 지지 부재(20)를 포함한다.  패키지 사이트(12)에서의 임시 지지 부재(20) 상에 복

수의 다이 부착 영역(30) 및 단자 패드(40)가 배열되며, 각각의 다이 부착 영역(30)을 복수의 단자 패드(40)가
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둘러싸고 있다.

집적회로칩(60)은 다이 부착 영역(30)에 위치된다(도 8, 도 9).  와이어 본드(50)는 칩(60) 상의 입력 출력 단[0032]

자와 단자 패드(40) 사이에 연결된다.  단자 패드(40), 와이어 본드(50) 및 칩(60)을 포함한 전체 패키지(100)

가 패키지(100)의 하면(underside)을 형성하는 표면 마운트 조인트(90) 부분(도 10) 외에는 몰드 컴파운드(70)

내에 인캡슐레이션된다.  몰드 컴파운드(70)는 통상적으로 각각의 패키지 사이트(12)를 둘러싸도록 리드 캐리어

(10)에 가해진다.  각각의 패키지(100)의 추후의 고립은 원래의 리드 캐리어(10)로부터 복수의 패키지(100)를

제공하기 위해 몰드 컴파운드(70)의 절단에 의해 발생한다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 리드 캐리어(10)의 상세와의 비교 및 대비를 위하여 다양한 "쿼드 플랫 노[0033]

리드(QFN)"의 종래 기술의 리드 프레임(1)의 상세가 도시되어 있다.  도시된 실시예에서, QFN 리드 프레임(1)은

에칭된 도전성 재료의 평면형 구조물이다.  이 에칭된 도전성 재료는 별개의 다이 부착 패드(2) 및 와이어 본드

패드(4) 내로 에칭되고, 이들은 각각의 타이 바(3)를 통해 공통의 단락 구조물(6)에 연결된다.  이 전체 에칭된

QFN 리드 프레임(1)은 에폭시 몰드 컴파운드(9)가 리드 프레임(1)에 가해질 수 있고 패드(2, 4)를 인캡슐레이션

하도록 몰딩 테이프(T) 상에 탑재된다(도 5-7).

이러한 인캡슐레이션 전에, 칩(7)의 통합체가 다이 부착 패드(2) 상에 탑재된다.  와이어 본드 패드(4)와 칩(7)[0034]

상의 입력/출력 단자 사이에는 와이어 본드(8)가 위치된다.  몰드 컴파운드(9)는 그리고나서 칩(7) 및 와이어

본드(8)뿐만 아니라 패드(2, 4)를 전체적으로 인캡슐레이션할 수 있다.  몰드 컴파운드는 테이프(T)에 의해 패

드(2, 4)의 하면을 인캡슐레이션하는 것이 방지된다.  몰드 컴파운드(9)가 경화된 후, 테이프(T)는 솔더 조인트

(5)(도 7)가 리드 프레임(1)의 하면 상에 나타나도록 박리될 수 있다.  최종적으로, 별도의 QFN 패키지 P는 전

체 리드 프레임(1)으로부터 각각의 패키지 P를 고립시키기 위해 절단(도 2의 절단 라인 X를 따른)에 의해 격리

된다.

특히, 다이 부착 패드(2) 및 와이어 본드 패드(4)로부터 연장하는 타이 바(3)의 일부분이 패키지 P 내에 유지된[0035]

다는 것에 유의하기 바란다.  이들 타이 바(3)의 몇몇 부분은 실제로 패키지 P의 에지이 외측으로 연장한다(도

6, 도 7).  더욱이, 공통의 단락 구조물(6)(도 1, 도 2)은 어떠한 패키지 P의 부분도 아니다.  그러므로, 공통

단락 구조물(6)은 통상적으로 낭비된다.  더욱이, 각각의 패키지 P 내의 타이 바(3)의 나머지 부분은 어떠한 이

로운 용도도 제공하지 못하며, 그러므로 역시 패키지 P 내에서 낭비된다.  이러한 타이 바(3) 잔류물은 또한 패

키지 P 및 패키지 P 내의 칩(7)의 성능에 대한 악영향을 가질 수 있다.  예컨대, 패키지 P의 몰드 컴파운드(9)

의 에지의 바깥으로 연장하는 타이 바(3)의 부분은 바람직하지 않은 단락 또는 전자기 간섭 및 "노이즈"의 가능

성을 제공하며,  이로써 어떠한 전자 응용기기는 종래 기술의 QFN  패키지 P에 의해 원활하게 제공되지 않게

된다.  이러한 종래 기술의 QFN 패키지가 적절한 때에도, 패키지 P 내에 임베디드된 공통의 단락 구조물(6) 및

타이 바(3)에 연관된 낭비는 바람직하지 않다.  더욱이, 테이프(T)는 재사용 가능하지 않으며, 공지의 종래 기

술의 QFN 리드 프레임(1) 및 패키지 P 기술을 이용하는 또 다른 낭비 비용이 된다.

도 3 및 도 4를 참조하면, 일례의 실시예에 따른, 임지 지지 부재(20)와 같은 임시 층 및 패드(40)뿐만 아니라[0036]

본 발명의 리드 캐리어(10)의 구체적인 세부구성이 설명되어 있다.  이 일례의 실시예는 각각의 패키지 사이트

(12)가 단지 각각의 다이 부착 영역(30)을 둘러싸는 4개의 단자 패드(40)를 보여주고 있다는 점에서 전형적인

바람직한 실시예에 비하여 상당히 간략화되어 있다.  전형적으로, 이러한 단자 패드(40)는 각각의 다이 부착 영

역(30)을 둘러싸는 수십개 또는 가능하게는 수천개로 제공될 것이다.  이러한 단자 패드(40)는 전형적으로 다이

부착 영역(30)에 가장 근접한 최내측 행과, 다이 부착 영역(30)으로부터 가장 떨어져 있는 단자 패드(40)의 최

외곽 행과, 단자 패드(40)의 최내측 행과 최외곽 행 사이의 복수의 중간 행을 포함한 복수의 행으로 제공될 것

이다.

리드 캐리어(10)는, 복수의 패키지 사이트(12)를 포함하고, 이들의 제조 동안과 테스트 동안과 복수의 패키지[0037]

(100)(도 9, 도 10)의 최종적인 생산을 용이하게 하기 위해 집적회로칩(60)(또는 다이오드 또는 트랜지스터와

같은 기타 반도체 소자) 및 와이어 본드(50)(도 8, 도 9)와의 집적 동안 이들 패키지 사이트(12)를 지지하도록

제조되는 평면형 구조물이다.  리드 캐리어(10)는 임시 지지 부재(20)를 포함한다.  이 임시 지지 부재(20)는

가장 바람직하게는 스테인레스강인 고온 저항성 재료의 얇은 평면형 시트이다.  이 부재(20)는 리드 캐리어(1

0)의 다른 부분이 그 위에서 제조되는 상면(22)을 포함한다.  임지 지지 부재(20)의 에지는 임시 지지 부재(2

0)의 둘레를 형성한다.  이 일례의 실시예에서, 이 에지(24)는 전반적으로 직사각이다.

임시 지지 부재(20)는 어느 정도 가요성을 나타내고 패키지 사이트(12) 및 리드 캐리어(10)(도 8-10, 도 17)에[0038]

서의  패키지(100)의  완전한  제조  후에  리드  캐리어(10)로부터의  임지  지지  부재(20)의  박리  제거(peeling
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removal)(또는 그 반대로의)를 용이하게 할 수 있도록 충분히 얇은 것이 바람직하다.  리드 캐리어(10')(도 1

7)는 임시 지지 부재(20)를 제거한 후의 리드 캐리어를 지칭한다.

임시 지지 부재(20)의 상면(22)은 그 위에 복수의 패키지 사이트(12)를 지지하며, 각각의 패키지 사이트(12)가[0039]

하나 이상의 다이 부착 영역(30) 및 각각의 다이 부착 영역(30)에 연관된 복수의 단자 패드(40)를 포함한다.

절단 라인 Y는 일반적으로 각각의 패키지 사이트(12)(도 4)의 경계를 형성한다.

단자 패드(40)는 상이한 지오메트리 및 위치를 나타낼 수도 있지만, 유사한 재료로 형성되는 것이 바람직하다.[0040]

구체적으로, 이들 패드(40)는 소결된 재료로 형성되는 것이 바람직하다.  바람직한 실시예에 따라, 이들 패드

(40)는 서스펜션 성분(suspension component)과 혼합된, 바람직하게는 실버와 같은, 전기 도전성 재료의 파우더

로서 시작된다.  서스펜션 성분은 일반적으로 실버 파우더가 최상으로 핸들링될 수 있고 패드(40)의 요구된 지

오메트리를 나타내기 위해 처리될 수 있도록 실버 파우더에게 페이스트 또는 기타 유동성 재료 특성(flowable

material characteristic)의 농도(consistency)를 제공하기 위해 바인딩 액체(binding liquid)로서 작용한다.

이 서스펜셩 성분과 실버 파우더 또는 기타 전기 도전성 금속 파우더의 혼합물은 금속 파우더를 위한 소결 온도[0041]

로  가열된다.   서스펜션  성분은  끓어지게  되어서(또는  휘발되어)  가스로  되고,  리드  캐리어(10)로부터

증발된다.  금속 파우더가 단자 패드(40)를 위해 요구된 형상을 갖는 단일체 덩어리(unitary mass)로 소결된다.

임시 지지 부재(20)는 패드(40)를 형성하는 전기 도전성 재료를 위한 이 소결 온도까지 가요성 및 요구된 정도[0042]

의 세기 및 기타 특성을 유지하도록 하는 열특성을 갖도록 구성된다.  전형적으로, 이 소결 온도는 패드(40)로

소결되는 금속 파우더를 위한 용융점에 접근한다.

도 11-14를 참조하면, 리드 캐리어(10)에 대한 설명이 패드(40)의 형성을 위한 순차적인 단계로 제공되어 있다.[0043]

도 12로부터, 임시 지지 부재(20) 상에 먼저 임시 형태 재료(temporary form material)(80)가 위치되는 것을

알 수 있다.  이 임시 형태 재료(80)는 임시 지지 부재(20)의 상면(22) 상에 인쇄될 수 있거나, 또는 임시 지지

부재(20) 상에 사전에 위치되는 연속적인 재료 내로 에칭될 수 있거나, 또는 이와 다르게 형성될 수 있다.  임

지 형태 재료(80)의 측면(82)은 임시 형태 재료(80)의 영역들 사이에 보이드(84)의 에지를 형성한다.  이들 보

이드(84)는 금속 파우더와 서스펜션 성분의 혼합물을 이들 보이드(84) 내로 흘러들어가게 함으로써 이 혼합물로

채워진다.  소결 공정이 발생하고, 임시 형태 재료(80), 금속 파우더와 서스펜션 혼합물뿐만 아니라 임시 지지

부재(20)가 가열되는 때에, 금속 파우더가 소결되고 서스펜션 성분이 휘발되고 제거되는뿐만 아니라, 임시 형태

재료(80)가 휘발되고 리드 캐리어(10) 상의 패키지 사이트(12)로부터 제거된다.  그러므로, 소결 후에는, 소결

된 재료의 패드(40)만이 임시 지지 부재(20) 상에 잔류된다(도 14).

단자 패드(40)는 다양한 상이한 크기 및 지오메트리를 가질 수 있다.  가장 바람직하게는, 단자 패드(40)는 임[0044]

시 지지 부재(20)의 상면(22) 위에 위치하는 실질적으로 바닥면 반대쪽의 실질적으로 평면형의 상면(42)을 포함

할 것이다.  단자 패드(40)의 에지(46)는 단자 패드(40)의 둘레 형상을 형성한다.  이 에지(46)는 임시 지지 부

재(20)에  수직한  평면으로  지향되지  않고,  테이퍼를  갖거나,  또는  각각의  에지(46)의  상부  연장부(upper

extent)가 각각의 에지(46)의 하부 연장부(lower extent)를 돌출하는 형태로 적어도 부분적인 오버행이 존재하

도록 하는 윤곽이 되도록 구성되는 것이 바람직하다.  이 테이퍼는 임시 형태 재료(80)(도 12-14)의 측면(82)의

베벨링(beveling)에 의해 제공되는 것이 바람직하다.

이 오버행 관계는 도시된 바와 같이 에지(46)를 테이퍼링함으로써와 같이 연속적인 것일 수 있다.  대안의 형태[0045]

(도 18)에서, 에지(46)는 계단형 윤곽과 같은 다른 윤곽을 갖고, 여전히 몇몇 형태의 오버행을 제공할 수 있다.

다른 형태에서, 에지(46)의 적어도 몇몇 부분이 에지(46)의 하부 연장부에 더 가까운 에지(46)의 일부분을 돌출

하는 한, 오버행의 형태가 제공된다.  도 16 및 도 17에서 알 수 있는 바와 같이, 몰드 컴파운드(70)가 패드

(40)를 인캡슐레이션한 후, 단자 패드(40)의 에지(46)에서의 이 오버행은, 특히 임시 지지 부재(20)의 제거 동

안, 단자 패드(40)로 하여금 몰드 컴파운드(70) 내에 유지되도록 한다.

도 3 및 도 4에 도시된 일례의 실시예에서는 각각의 다이 부착 영역(30) 주위에 단지 4개의 단자 패드(40)가 도[0046]

시되어 있지만, 바람직하게는 각각의 다이 부착 영역(30)을 둘러싸는 단자 패드(40)의 수는 각각의 다이 부착

영역(30)을 둘러싸는 수십 또는 수백의 단자(40)의 정도일 것이다.  또한, 전형적으로, 단자 패드(40)는 각각의

다이 부착 영역(30)을 둘러싸는 행으로 배열될 것이다.  단자 패드(40)는 이 일례의 실시예에서 설명된 바와 같

이 다이 부착 영역(30)에 비하여 더 작거나 또는 더 클 수 있다.  단자 패드(40)의 에지가 각각 오버행일 윤곽

을 갖는 것으로 도시되어 있지만, 각각의 단자 패드(40)의 에지(46) 중의 몇몇만이 이러한 오버행잉 윤곽을 갖

고, 여저힌 본 발명의 이 특징에 따른 몇몇 이점을 제공할 것이라는 것을 상정할 수 있다.
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바람직하게는, 각각의 단자 패드(40)의 상면(42)은 공통 평면이다.  그러나, 상면(42)은 상이한 높이를 가질 수[0047]

있고, 이들 상면(42)은 완전하게 평면형 이외의 형태로 될 수 있고, 여전히 본 발명에 따른 이점의 몇몇을 제공

할 것이라는 것을 상정할 수 있다.  바닥면(44)은 제조 공정의 완료 후에 각각의 패키지(100) 내의 표면 마운트

조인트(90)를 형성한다(도 10).

도 8-10을 참조하면, 이 일레의 실시예에 따라, 다양한 패키지 사이트(12)에서의 리드 캐리어(10) 상의 추가의[0048]

제조 후의 각각의 패키지(100)의 상세가 설명된다.  집적회로칩(60)은 다이 부착 영역(30)에 탑재된다.  이러한

탑재는 다이 부착 영역(30)에서의 임시 지지 부재(20) 상에 집적회로칩(60)을 위치시키는 것과 같은 단순한 것

일 수 있다(도 4, 도 14, 도 15).  임시 지지 부재(20) 상에 집적회로칩(60)을 유지하기 위해 접착제가 사용될

수 있거나, 또는 정적 흡인(static attraction), 자기 흡인(magnetic attraction), 석션(suction) 또는 패스너

(fastener)와 같은 다른 형태의 부착이 채용될 수 있다.

필요한 경우, 집적회로칩(60)의 하면이 다이 부착 영역(30)에 전기적으로 결합될 수 있다.  이러한 전기 결합은[0049]

집적회로칩(60)을 위한 "그라운드"에 공통될 수 있거나, 또는 집적회로칩(60)을 위한 몇몇 다른 기준에 공통될

수 있거나, 또는 패키지(100)가 이용되는 전체적인 전기 시스템 내에서의 다른 몇몇 전기적 상태를 가질 수 있

다.  전기 결합은 처음에는 임시 지지 부재(20)와 이루어질 수 있으며, 그리고나서 임시 지지 부재(20)로부터의

제거 후의 공통 리드 캐리어(10')에 있는 동안의 패키지(100)를 테스트하도록 구성된 테스트 구조물의 단자에

대한 전기 결합과 이루어질 수 있다.  집적회로칩(60)은 다이 부착 영역(30)과 실질적으로 공통 평면을 이루는

하부를 형성하는 베이스(62)를 포함한다.  집적회로칩(60)의 상부 표면(64)은 베이스(62)의 반대쪽에 제공된다.

이 상부 표면(64)은 와이어 본드(50) 중의 한쪽 단부에 종단될 수 있는 복수의 입력 출력 접합부(input output

junction)를 갖는다(도 8, 도 9).

하나의 와이어 본드(50)가 집적회로칩(60) 상의 각각의 입력 출력 접합부와 주변 단자 패드(40) 사이에 종단되[0050]

는 것이 바람직하다.  그러므로, 각각의 와이어 본드(50)는 단자 단부 반대쪽에 칩 단부를 갖는다.  또 다른 대

안으로서, 예컨대, 하나의 패키지(100)가 2개 이상의 특정한 설계를 포괄하게 되도록 설계되고, 이러한 설계 중

의 하나가 다른 설계보다 더 많은 단자 패드(40)를 요구하는 때에는, 하나 이상의 단자 패드(40)가 와이어 본드

(50) 없이 잔류될 수 있다.  또한, 와이어 본드(50)는 단자 패드(40)의 세트들 사이에 제공될 수 있으며, 여기

서 이러한 전기적 상호접속은 회로 설계에 의해 요청된다.  QFN 리드 프레임과 함께 사용되는 것과 같은 공지의

와이어 본드(50) 종단 기술을 이용하면, 이들 와이어 본드(50)는 집적회로칩(60)과 단자 패드(40) 사이 또는 단

자 패드(40)의 세트들의 사이에 결합된다.

패키지(100) 형성 공정을 완료하기 위해, 몰드 컴파운드(70)가 리드 캐리어(10)에 걸쳐 흐르게 되고, 단자 패드[0051]

(40), 와이어 본드(50) 및 집적회로칩(60)의 각각을 완전하게 인캡슐레이션하는 방식으로 경화하도록 허용된다.

이 몰드 컴파운드(70)는 임시 지지 부재(20)의 상면(22)에 대해 몰딩할 수 있다.  그러므로, 각각의 패드(40)와

각각의 칩(60)의 베이스(62)의 표면 마운트 조인트(90)는 임시 지지 부재(20)의 제거 후에 노출된 상태로 유지

된다(도 10).  몰드 컴파운드(70)는 전형적으로 제1 온도에서는 유체 형태이지만 제2 온도로 조정되는 때에는

경화될 수 있는 다양한 것이어도 된다.

몰드 컴파운드(70)는 패드(40)와 집적회로칩(60)의 베이스(62)가 서로 전기적으로 고립되도록 실질적으로 비도[0052]

전성 재료로 형성된다.  몰드 컴파운드(70)는 패드(40)와 칩(60)을 전체 패키지(100) 내에서 몰드 컴파운드(7

0)와 함께 유지하는 경향이 있는 인터로크(72)(도 16, 도 17)를 제공하기 위해 패드(40) 사이에 흐른다.  이러

한 인터로크(72)는 단자 패드(40)가 와이어 본드(50)로부터 이탈되는 것을 방지한다.  이러한 이탈 경향은 먼저

임시 지지 부재(20)가 리드 캐리어(10)로부터 제거되는 때에 저항을 받게 되고, 또한 이롭게는 패키지(100)가

사용되고 있고 패키지(100)로부터 단자 패드(40)를 이탈시킬 수도 있는 충격 부하를 경험할 수도 있을 때에 저

항을 받게 된다.  이들 인터로크(72)는 패드(40)의 에지(46)에 연관되고 원래에는 임시 형태 재료(80)(도 12,

도 13)의 측면(82)의 윤곽을 기반으로 하는 전술한 바와 같은 다양한 형상을 가질 수 있다.

몰드 컴파운드(70)의 경화 후에, 바닥부(104) 반대쪽의 상단부(102)(도 9, 도 10)를 포함하고 둘레 측면(106)을[0053]

갖는 패키지(100)가 리드 캐리어(10) 상에 어레이로 제공된다.  둘레 측면(106)은 그로부터 연장하는 어떠한 전

기 도전성 재료를 반드시 가져야 하는 종래 기술의 QFN 패키지 P(도 6, 도 7)와는 달리 이러한 전기 도전성 재

료를 갖도록 요구되지 않는 이점이 있다.

도 18을 참조하여, 대안의 리드 캐리어(110)의 상세를 설명한다.  이 대안의 리드 캐리어(110)에서, 임시 지지[0054]

부재(120)는 그 위에 놓여지는 대안의 패드(130)를 갖는다.  이들 대안의 패드(130)는 바닥면(134) 반대쪽의 상

면(132)을 포함하고 바닥면 위에 계단형 에지(136)를 갖는다.  이 계단형 에지(136)는 전술한 단자 패드(40) 상
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에 제공된 에지의 대안의 에지이다.  이러한 계단형 에지(136)는 전체 패키지(100) 내의 패드(40)를 이롭게 유

지하는 몰드 컴파운드(70)와 인터로킹하는 형태를 여전히 제공한다.

본 개시내용은 본 발명의 바람직한 실시예 및 본 발명을 실시하기 위한 최상의 모드를 보여주기 위해 제공된 것[0055]

이다.  본 발명을 이러한 방식으로 설명하였지만, 본 발명의 개시내용의 범위 및 사상으로부터 벗어나지 않고서

도 바람직한 실시예에 대하여 다양한 상이한 수정이 이루어질 수 있다는 것을 이해하여야 한다.  구조물이 기능

을 수행하기 위한 수단으로서 식별되는 때에는, 이러한 식별은 지정된 기능을 수행할 수 있는 모든 구조물을 포

함하도록 의도된다.  본 발명의 구조물이 함께 결합되는 것으로서 식별되는 때에는, 이러한 언어 표현은 직접적

으로 함께 결합되거나 또는 매개 구조물을 통해 함께 결합되는 구조물을 포함하는 것으로 폭넓게 해석되어야 한

다.  일한 결합은 영구적일 수도 또는 일시적인 것일 수도 있으며, 구체적으로 제한되지 않는다면 견고한 양상

으로 이루어지거나 또는 몇몇 형태의 부착을 제공하면서 피봇, 슬라이딩 또는 기타 상대적 움직임을 허용하는

양상으로 이루어질 수도 있다.

본 발명은 QFN 패키징된 반도체 다이를 보다 용이하게 생산하기 위해 간략화된 QFN 프로세스의 구현을 가능하게[0056]

하는 반도체 패키지의 전기적 인터커넥트 부품을 제공하기 위한 시스템을 제공한다.
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